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Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Héchstzulassige Werte / Maximum rated values

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

Periedische Riickw. Spitzensperrspannung

total power dissipation

repetitive peak reverse voltage Vs 1600 v

Durchlalstrom Grenzeffektivwert I 40 A

RMS forward current per chip FRMEM

Dauergleichstrom —an®

DC forward current Te=80C I =0 A

Stolistrom Grenzwert te=10ms, T,= 25°C [ R00 A

Grenzlastintegral te=10ms, T,= 25°C %t 1250 A’s
1% - value te=10ms, T,= 150°C 500 Als
Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

collector-emitter voltage Vees 1200 v

Kallektor-Dauergleichstrom Te=80°C I nem. 50 A

DC-collector current T-=25°C [ 80 A

Periodischer Kollektor Spitzenstrom _ — N ;

repetitive peak collector current fr=1ms, Te= 80°C lesw 100 A

Gesamit-Verlustleistung T.=25°C Pyt 360 W

Gate-Emitter-Spitzenspannung

+- 20V

gate-emitter peak voltage =

Diode Wechselrichter/ Diode Inverter

Dauergleichstrom an e R

DC forward current Te=80°C e 50 A

Periodischer Spitzenstram _ ;

repetitive peak forw. current tp=1ms Ieam 100 A

Grenzlastintegral Ve = OV, 1, = 10ms, T, = 125°C Pt 1.200 s
It - value

Transistor Brems-Chopper! Transistor Brake-Chopper

Kollektor-Emitter-Sperrspannung

collector-emitter voltage Vees 1200 v

Kollektor-Dauergleichstrom Tz=80°C e nom. 25 A

DC-collector current Te=25°C Ie 45 A

Periodischer Kollektor Spitzenstrom - - ane

repetitive peak collector current te =1 ms, Tc =80°C ler =0 A

Gesamt-Verlustleistung — £ .
total power dissipation Te=25C Pua 230 w

Gate-Emitter-Spitzenspannung Vess 20V v

gate-emitter peak voltage

Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-CROPPEY || e s s s e g e

Dauergleichstrom
DC forward current

Tc=80°C

pe”odlschersp,tzenstmm

repetitive peak forw. current

t.=1ms

IFHM

30

prepared by: Andreas Schulz

date of publication:12.06.2003

approved by: Robert Severin

revision: 6

DE-PIM-10.ds




Technische Information / Technical Information

BSM30GX120DN2
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IGBT-Modules

eupec

Modul Isclation! Module Isolation

Isglations-Prifspannung

RME, f=50 Hz, t= 1 min.

W 25 41
insulation test voltage MTC connected to Bassplats e
Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Charakteristische Werte /| Characteristic values
Diode Gleichrichter] Diode Rectifier min.  typ. max.
Durchlafispannung T, = 150°C, == SOA Vs - 1105 | - v
forward voliage .
Schleusenspannung
Ty =180°C Wima - - 0.8 W
threshald voltage * e
Ersatzwu:!erstand T, = 150°C - _ . 6.5 i
slope resistance :
Sperrsirom T, = 150°C, Vo= 1800V I . a - mA
reversa current :
Madul Leitungswiderstand, Anschlisse-Chip
== 25°C Ragere - 4 -
lzad resistance, terminals-chip - Adec mil
Transistor Wechselrichter! Transistor Inverter min. t‘j"p max.
Keollektor-Emifter Satligungsspannung Vge =18V, Ty= 25°C., lg= 50DA Vs sat - 22 2,55 W
collector-amitier saturation vaoltage Vge= 18V, Ty=125°C, lg= G&0A - 2.5 - v
Gate-Schwellenspannung
Veg =Wae, Ty= Z5°C, lz= Vasm i g
gate threshold veltage cE” YEE Ty < 2 mA cero) | 4.5 5.5 . W
Eil k itat f=1MHz, T, = 25°C
Eingangskapazitd T ] N [ - 33 - nF
input capacitance Vee =28 W VWae=0VW
Kollektor-Emitter Reststrom Vge =0V, Ty= 25°C, V= 1200V lees - 3.0 500 HA
collector-emitier cut-off current Vae =0V, Ty=125°C, VWeeg= 1200V - 4.0 - i
Gate-Err.nner Resistrom Vi = OV, Vae =20V, Ty =25°C loes } . 100 né
gate-amitter leakage current
Einschaltverzégerungszeit {ind. Last) Iz = lsyen Veo= GOOW
turn on delay time (inductive load) Vge =215V, Ty= 25°C. Rg= 15 Ohm tacn - 85 - ns
Vae=+18V, Ty=125°C, Rg= 15 Ohm - a0 - ns
Anstisgszeit (induktive Last) Iz = lygann Ve = GOOW
rise time (inductive load) Vge =418V, Ty= 25°C, Rg= 15 Ohm t - 45 - ns
Vge =+18W, Ty =125°C, Rg= 15 Ohm - 45 - ns
Abschaltverzégerungszeit (ind. Last) le = Ingenne Vee= GOV
turn off delay time (inductive load) Vee =216V, Ty= 25°C. Rg= 15 Ohm fgom - 280 - ns
Vge =415V, Ty=125°C, Rg= 15 Ohm - 400 - ns
Fallzeit (induktive Last) Iz = luann Ven=  GOOW
fall ime (inductive load) Vge =215V, Ty= 25°C. Rg= 15 Ohm ] - 10 - ns
Vge =215V, Ty=125°C, Rg= 15 Ohm - a0 - ns
Einschaltverlustensrgie pro Puls Iz = lygann Ve = GOOW
turn-ocn energy loss per pulse Vge =+15W, Ty=125°C, Rg= 15 Ohm Eun - 6.5 - mls
Lg= &0nH
Abschaltverlustanergie pro Puls Iz = loenn Vo= GOOW
turn-off energy loss per pulse Vge =215V, Ty =125°C, Rg= 15 Ohm = - 8 - mi's
Lg= &0nH
Kurzschlulbverhalisn tp = 10us, Wae= 15V, Rg= 15 Ohm
SC Data TE125°¢C, Veo=  TROW lsc . aoo - A
difdt= 4000 Afps
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|GAT Moches BSM50GX120DN2 4

Elektrische Eigenschaften [/ Electrical properties

Charakteristische Werte | Characteristic values
min. fyp. max.

Maodulinduktivitat

siray inductance meduls Locs - - 100 nH

Madul Leitungswiderstand. Anschlisse-Chip

Te=25°C [~ _ _
lead resistance, terminals-chip = CC+EE 7 mi}

Diode Wechselrichter/ Diode Inverter min. typ. max.

Dwurchlafispannung Vge =0V, T,= 25°C, lgp= ES0A We - 1.756 22 W
forward voliage Vge =0V, T,=125°C, lr= B0 A - 1.7 - W
Riickstromspitze Ie=lran -dizidt = 1800A/s
peak reverse recovery current Ve =-10V, Ty= 25°C. Wg= G000V laag - 78 - A
Wgg=-10V, Ty=125°C. V= @&00v - 85 - A
Sperrverzdgerungsladung 1=l piarr -digdt = 1800A/s
recoverad change Vge=-10V, Ty= 25°C, Vg= BO00V Q, - 5.5 - uhs
Vge =-10V, Ty=125°C. Vp= @00V - 12 - uhs
Abschaltenergie pro Puls 1= e -dizidt = 1800A/s
reverse recovery energy Vge=-10VW, Ty= 25°C, Vg= 60OV Emn - 1.8 - mi's
Wge = -10W, Ty=125°C, W= GO0V - 4 - miV's
Transistor Brems-Chopper! Transistor Brake-Chopper min. WP max.
Kollektor-Emitter Sattigungsspannung Wae= 18V, Te= 25°C. = 2804 Vg sal - 22 258 W
collecior-emitter saturation voltage Vge= 15V, Ty=125°C, lg= 250A - 2.5 - W
gate treahokd volnge. Ve=Voe Ty=25°C. lo= imA | Vemws | 45 | 55 | ag | v
Eingangskapazit3t f=1MHz, Ty=25°C
input capacitance Weg =28V V=0V s B 1.5 B nF
HKeollekfor-Emitter Reststrom Vge=0W, T,= 25°C, Weg= 120V lzzs - 1.5 500 [T
collector-emitter cut-off current Vge =0V, T,y=125°C, Vee= 1200V - 2.0 - mii
Gate-Emitter Reststrom Vee = OV, Vge = 20V, T, = 25°C laes - - 300 n&

gate-amitter lzakage current

Diode Brems-Chopper! Dicde Brake-Chopper min. typ. max.

Durchlafispannung Ty= 25°C, le=  250A Ve - 21 2.4 W
forward voliage T, =125°C, le= Z2E0A - 2 - W
NTC-Widerstand! NTC-Thermistor min.  typ. max.
Mennwiderstand .
rated resistance Te=25°C Fas - 5 i kL2
Abweichung von Ry . -
deviation of Ry To=100°C, Ry = 403 0 amE | 8 s "
Werlustleistiung T~ = 25°C Pa 20 m
power dissipation -
B-Wert Ra= Ry 2xp [B1T2 - 10T4]] Bager 2375 K
B-value

3011)
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oo Modhloe BSM50GX120DN2

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

min. typ. max.
Innarer Warmewiderstand Gleichr. Diodel Rectif. Diods Riue - - 0.65 W
thermal resistance, junction fo case Trans. Wechsr/ Trans. Inverter - - 0,35 KW
Diode Wechsr. Diode Inverter - - 0,55 HW
Trans. Bremse! Trans. Brake - - 0,55 HiW
Diode Bremse! Diode Brake - - 1,2 HiW
Uhargangs-Warmawiderstand Gleichr. Diode/ Rectif. Diods g™ TVITTE Rk - 0,04 - FWW
thermal resistance, case to haatsink Trans. Wechsr. Trans. Inverter =10 - 0,02 - KWW
Diode Wechsr. Diode Inverter - 0.04 - HW
Hachstzuldssige Spemrschichtternperatur N
) - : Ta - - 150 *C
maximum junction temperatura
Eletnet:.-memperatur Tep 40 _ 125 =
operation temperature
Lagertemperatur Tug A0 _ 128 o
storage temperature
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties
!nnere |'%I:I|a‘tll:ll.'l AlLO
internal insulation
CTI 208
comperative tracking index =
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung [0 3 Mm
mounting forgue +10%
Gewicht
waight G o0 g

4011
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Technische Information / Technical Information

BSM30GX120DN2

IGBT-Madule
IGBT-Maodules

f(Vce)

d=

Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch)

Ve =15V

Output characteristic Inverter (typical)
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Tj=12
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Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch)

Ty=125°C

Output characteristic Inverter (typical)
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BSM30GX120DN2

IGBT-Module
IGBT-Madules

Ubertragungscharakteristik Wechselr. (typisch)

f(Vae)
Veg =20V

=

Transfer characteristic Inverter (typical)
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DurchlaBkennlinie der Freilaufdiode Wechselr. (typisch)

Forward characteristic of FWD Inverter (typical)
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15 Ohm
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Rao = R

f “C}' Eren =f “C] Veo
15 W,

Vae

125°C,

En=f(lc), Eor

T

BSM30GX120DN2

Schaltverluste Wechselr. (typisch)

Technische Information / Technical Information
Switching losses Inverter (typical)

IGBT-Madule
IGBT-Madules
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(GBT-Moduies BSM50GX120DN2

Transienter Warmewiderstand Wechselr, Zrac =T (t)
Transient thermal impedance Inverter
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f(Vee)

Vaz =15V
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Technische Information / Technical Information

BSM30GX120DN2

IGBT-Maodule
IGEBT-Madulzs

Ausgangskennlinienfeld Brems-Chopper-IGBT (typisch)

Output characteristic brake-chopperldGBT (typical)
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BSM30GX120DN2

IGBT-Maodule
IGBT-Modules

f(Ve)

A=

Durchlakennlinie der Gleichrichterdiode (typisch)
Forward characteristic of Rectifier Diode (typical)
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R=f(T)

NTC- Temperaturkennlinie (typisch)

NTC- temperature characteristic (typical)
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(GBT Modules BSM30GX120DN2

Schaltplan/ Circuit diagram

Gehiduseabmessungen/ Package outlines
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#* = alle Malle mit einer Tolerang ven

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbavelemente spezifiziert, jedoch keine

Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehdrigen Technischen Erauterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. ltis

valid in combination with the belonging technical notes.
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